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Informacion ECTS

Créditos ECTS:4,8 Horas de trabgjo del alumno:120
Horas presenciales:

- Horas tedricas (HT):30

- Horas précticas (HP):30

- Horas de clases tutorizadas (HCT):0

- Horas de evaluacion:O

- otras.0

Horas no presenciales:

- trabajos tutorizados (HTT):12

- actividad independiente (HAI):48
|dioma en que se imparte:castellano

Descriptores B.O.E.

Propiedades, funcionamiento y limitaciones de los dispositivos electronicos y fotdnicos. Modelos
fisicosy circuitales. Materiales y procesos tecnol 6gicos. Tecnologias de fabricacion.

Temario

Unidad didéactica A: Transistores de efecto campo

Tema 1.- La estructura metal-6xido-semiconductor (MOS) (6+4 horas)
1.1.- Introduccion

1.2.- LaestructuraMOS ideal

1.3.- LaestructuraMOS real

Tema 2.- El transistor MOS de efecto campo (MOSFET) (6+4 horas)
2.1.- El MOSFET

2.2.- Fendmenos de segundo orden en el MOSFET

2.3.- Funcionamiento dinamico en pequefiay gran sefia

2.4.- Modelos de SPICE del transistor MOS

Tema 3.- Transistor de efecto campo de unién pn (JFET) (2+2 horas)
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3.1.- Introduccién

3.2.- Descripcion cualitativa de la operacion
3.3.- Caracteristicas |-V

3.4.- Desviaciones de las caracteristicas ideales
3.5.- Modelo de SPICE del JFET

Tema4.- Transistor de efecto campo metal-semiconductor (MESFET y HFET) (2 horas)
4.1.- Introduccion

4.2.- Estructura: analogias con €l JFET

4.3.- Caracteristicas corriente-tension

4.4.- Fenébmenos de segundo orden

4.5.- Model os analiticos

4.6.- Modelos de SPICE

Unidad didactica B: Dispositivos fotonicos

Tema 5.- Fotodetectores (4+2 horas)

5.1.- Introduccién. Procesos 6pticos en semiconductores
5.2.- Fotorresistencias. Caracteristica de funcionamiento
5.3.- Fotodiodos pny pin

5.4.- Fotodiodos de avalancha

5.5.- Fototransistores

Tema 6.-El diodo emisor de luz (6 horas)

6.1.- Introduccién

6.2.- Emision de luz por recombinacion radiativa
6.3.- Construccion y modelo de los diodos LED
6.4.- Aplicaciones

Tema 7.- Fundamentos del |&ser semiconductor (4+2 horas)
7.1.- Introduccion

7.2.- Emision de luz estimulada

7.3.- Modelo de funcionamiento del laser

7.4.- Aplicaciones

Como précticas en €l aula se resolveran problemas a finalizar cada tema, indicandose con + n° de
horas en cada tema.

Requisitos Previos

Es conveniente que e alumno tenga conocimientos solidos en los dispositivos semiconductores
basicos

Objetivos

1. Objetivos conceptual es

1.1 Conocer las bases fisicas del funcionamiento de los dispositivos el ectrénicos.
1.2 Conocer los model os de circuito que describen |os dispositivos.

1.3 Conocer los procesos de fabricacion de dispositivos el ectrénicos avanzados.

2. Objetivos procedimentales
2.1 Utilizar expresiones y modelos circuital es en dispositivos el ectronicos.
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2.2 Simular el funcionamiento de los dispositivos el ectronicos.
2.3 Aplicar los conocimientos adquiridos para predecir € funcionamiento cualitativo de cualquier
estructura de capas de material es semiconductores.

3. Objetivos actitudinales

3.1 Vaorar las limitaciones de las formulaciones, los modelos circuitales y las ssmulaciones en
dispositivos reales.

3.2 Interés por la evolucion tecnol égica.

Metodologia

1. Clases de Teoria

1.1 Actividad del profesor: clases expositivas de |la materia de la asignatura.

1.2 Actividad del estudiante

Actividad presencial: tomar apuntesy participar en clase con el planteamiento de dudas.
Actividad no presencial: preparar apuntesy estudiar la materia.

2. Clases de problemas

2.1 Actividad del profesor: resolucion de problemas particulares en € aula para aclarar y afianzar
conocimientos.

2.2 Actividad del alumno

Actividad presencial: participar en clase con el planteamiento de dudas.

Actividad no presencial: resolucién de problemas.

3 Préacticas de laboratorio

3.1 Actividad del profesor: explicacion de las précticas a redlizar. Resolucién de dudas y
problemas que se planteen.

2.2 Actividad del alumno

Actividad presencial: elaboracion de montajesy simulaciones.

Actividad no presencial: cdlculo de valores previos alos montgjes. Elaboracion de las memorias.

Criterios de Evaluacioén

Actividades que liberan materia:
Realizacion de las précticas, hasta un 15%.

Otras consideraciones:

Para la de teoria se atiende, fundamentalmente, al resultado de la prueba escrita final. Esta se
realizard en dos horas, aungque su duracion podra ser mayor en funcion de la prueba concreta.
Contendra cuestiones tipo test y problemas de aplicacion, siendo e valor de cada pregunta
variable. Las respuestas deberdn ser claras y precisas. Se penaliza dgjar problemas sin respuesta o
gue ésta sea completamente errénea, con hasta el 10% del valor maximo que tuviera asignado.

La asistencia a las précticas es obligatoria. Superada ésta al menos un 80%, su evaluacién es en
base a las respuestas in situ de los alumnos y la presentacion de memorias. En caso contrario se
evallan mediante un examen final de précticas en las convocatorias oficiales, consistente en la
realizacion de una o varias précticas como las desarrolladas durante el curso.

Para superar la asignatura €l alumno debe superar las préacticas. Si esto es asi, la calificacion final
sera un 85% la nota de teoria més un 15% la de practicas.

En otro caso la calificacion final serédlamenor entre la calificacion de teoriay la de suspenso, 4,0.
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Descripcion de las Préacticas

Las practicas de dispositivos eléctronicos consistiran en simulaciones, y se realizaran en €
laboratorio de Tecnologia de Circuitos, mientras que las de dispositivos fotonicos serdn montajes
practicos, en el laboratorio de Dispositivos Optoelectronicos. Ambos laboratorios se halan
adscritos al Departamento de Ingenieria Electronicay Automaética. Las précticas se dividen en los
siguientes modul os:

Maodulo |: Simulacién de dispositivos el ectrénicos

Practica 1: Varactor MOS: consideraciones generales (6 horas)
Préctica2: EIl MOSFET: consideraciones generales (2 horas)
Practica 3: El MOSFET: influencia de lalongitud de puerta (2 horas)

Maodulo I1: Dispositivos fotonicos

Practica 4: Fotorresistencia, circuitos de aplicacion (2 horas)

Practica 5: Fotodiodo, representacion de la curva caracteristiva (2 horas)

Practica 6: Led y fototransistor, sensor de iluminacion y detector de paso (2 horas)

Ademas se dedican 14 horas a la resolucion de problemas de aplicacidn, como practicas en el aula,
gue seiran realizando a finalizar cada tema de laforma siuiente:

Tema 1.- La estructura metal-6xido-semiconductor (MOS) (4 horas)
Tema 2.- El transistor MOS de efecto campo (MOSFET) (4 horas)
Tema 3.- Transistor de efecto campo de union pn (JFET) (2 horas)
Tema5.- Fotodetectores (2 horas)

Tema 7.- Fundamentos del I4ser semiconductor (2 horas)

Bibliografia

[1 Béasico] El diodo PN de unién/
Gerold W. Neudeck.
Addison-Wesley,, Reading (Massachusetts) : (1993) - (22ed.)
0201601427

[2 Basico] Fundamentos de semiconductores /
Robert F. Pierret.
Addison-Wesley |beroamericana,, Argentina : (1994) - (22ed.)
0201601443

[3 Basico] Dispositivo de efecto de campo /
Robert F. Pierret.
Addison-Wesley Iberoamericana,, Argentina : (1994) - (22 ed.)
0201601419

[4 Basico] Physics of semiconductor devices.
Shur, Michael
Prentice-Hall,, Englewood Cliffs, N. J. :
0136664962

[5 Recomendado] Semiconductor research trends /
Kenneth G. Sachs, editor.
Nova Science Publishers,, New York : (2007)
1600215793 (hardcover)

Péagina 4 de 6
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Organizacion Docente de la Asignhatura

Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
Temal 6 10 0 2 12 1.1;1.2,1.3;2.1;2.3;3.1
Tema?2 6 6 0 2 11 1.1;1.2;1.3,2.1;2.2;2.3;3.1
Tema3 2 2 0 0 5 11;1.2;1.3,2.1;2.3;3.1
Tema4 2 0 0 0 2 11;1.2;1.3;2.1;2.3;3.1;3.2
Temab 4 8 0 6 6 1.1;1.2;1.3;2.1;2.3;3.1;3.2
Tema6 6 0 0 0 6 11;1.2;1.3;2.1,2.3;3.1;3.2
Tema7 4 4 0 2 6 11;1.2,1.3,2.1;2.3;3.1;3.2
Equipo Docente
BENITO GONZALEZ PEREZ (COORDINADOR)

Categoria: Tl TULAR DE UNI VERSI DAD
Departamento: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTOVATI CA
Teléfono: 928452875 Correo Electrénico: benito. gonzal ez@uil pgc. es

Resumen en Inglés

With Ampliacion de dispositivos el ectronicos students will understand the fundamental aspects of
field effect transistors: MOSFETSs, JFETs and MESFETs. They will be abble to deduce their
characteristic curves so as will know applications and fabrication aspects.

Furthermore, most popular semiconductor optoelectronic devices will be studied
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(photoresistances, photodiodes, leds, lasers) including modelling, applications and fabrication
aspects.
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